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Beschreibung 

Vorrichtung und Verfahren zum Steuern eines oder mehrerer 
Speicherbausteine 

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zum 
Steuern eines oder mehrerer Speicherbausteine, wobei die 
Steuerung insbesondere die Betriebssicherheit des Speicher- 
bausteins betrifft . 



Dynamische Halbleiterspeicher mussen in regelmafiigen Abstan- 
den aufgefrischt werden, da sonst die gespeicherten Daten 
W ir verloren gehen. Die Frequenz, mit der diese Auf f rischungen 

durchgefuhrt werden mussen, ist stark temperaturabhangig . Die 

15 sogenannte Data-Retention-Time, also die Zeitdauer, liber die 
die Daten ohne Auffrischung erhalten bleiben, sinkt exponen- 
tiell mit steigender Temperatur. Die Data-Retention-Time wird 
deshalb vom Speicherhersteller fur eine bestimmte Maximaltem- 
peratur spezif iziert . Wird diese Maximaltemperatur im Betrieb 

20 iiberschritten, konnen gespeicherte Daten verloren gehen. 

Entscheidend fur die Funktion des Speicherbausteins ist die 
Temperatur des Silizium-Chips . Diese kann durch Messen am Ge- 
hause oder im Gehause des Systems nicht sicher bestimmt wer- 
£5 den. Eine Temperaturmessung im Gehause des Systems, bei- 

spielsweise in einem PC, liefert zwar erste Anhaltspunkte , 
welche jedoch nicht die fur eine sichere Beurteilung der Si- 
tuation erf orderliche Genauigkeit liefern konnen. Fur den 
Speichercontroller eines Computersystems , der im folgenden 
3 0 auch als Speichersteuerbaustein bezeichnet wird, gibt es so- 
mit bislang keine Moglichkeit zu ermitteln, ob der Speicher- 
baustein oder die Speicherbausteine eine kritische Temperatur 
iiberschritten haben . 



35 



Im ungiins tigs ten Fall kommt es daher zu temperaturbedingten 
Fehlern und Absturzen, die durch geeignete Reaktion des Sy- 
stems vermeidbar gewesen waren. 
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Eine Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Vorrichtung und 
ein Verfahren zum Steuern eines Speicherbausteins anzugeben, 
bei dem Systemausf alle -oder Datenverlust bedingt durch die 
Uberhitzung eines Speicherbausteins durch eine rechtzeitige 
Erkennung und durch entsprechende MaEnahmen vermieden werden 
konnen . Die Betriebssicherheit soil somit erhoht werden. 

In vorteilhaf ter Weise kann bei der erf indungsgema&en Losung 
die Leistungsf ahigkeit des Systems im wesentlichen erhalten 
bleiben. 

Die Aufgabe wird durch eine Vorrichtung zum Steuern eines 
oder mehrerer Speicherbausteine mit den Merkmalen gemafi Pa- 
tentanspruch 1 gelost . 

So weist die erf indungsgemafie Vorrichtung zum Steuern eines 
Speicherbausteins einen Temperatursensor zur Erfassung der 
Temperatur des Speicherbausteins auf , welcher im Speicherbau- 
stein angeordnet ist. Zudem ist ein Speichersteuerbaustein 
vorgesehen, welcher zur Auswertung der Temperatur mit dem 
Speicherbaustein verbunden ist und welcher derart ausgebildet 
und betreibbar ist, dass, falls die Temperatur einen bestimm- 
ten Wert iiberschreitet , ein Anpassungsvorgang eingeleitet 
wird. 

Bislang ist eine Temper a turruckmeldung bei Standard Synchro- 
nous Dynamic Random Access Memory (SDRAM) und bei Double Data 
Rate (DDR) Speicherbausteinen fur Personal Computer (PC) und 
Workstations nicht vorgesehen. 

Die Aufgabe wird des weiteren durch ein Verfahren zum Steuern 
eines Speicherbausteins mit den Merkmalen gemaS Patentan- 
spruch 4 gelost . 
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Das erf indungsgemaSe Verfahren zum Steuern eines Speicherbau- 
steins weist folgende Schritte auf . Mittels des Speicherbau- 
steins wird ein Temperatur signal an einen Speichersteuerbau- 
stein gesendet. Mittels des Speichersteuerbausteins wird die 
Temperatur ausgewertet und falls die Temperatur einen be- 
stimmten Wert uberschreitet , ein Anpassungsvorgang eingelei- 
tet . 

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus 
den in den abhangigen Patentanspriichen angegebenen Merkmalen. 

Bei einer Ausf iihrungsf orm der erfindungsgemaEen Vorrichtung 
weist diese einen weiteren Speicherbaustein und einen weite- 
ren Temperatursensor zur Erfassung der Temperatur des weite- 
ren Speicherbausteins auf, welcher im weiteren Speicherbau- 
stein angeordnet ist. Zudem ist ein Mittel zur Bestimmung der 
hochsten Temperatur, welches mit dem Speichersteuerbaustein 
verbunden ist, vorgesehen. Dies hat den Vorteil, dass, falls 
mehrere Speicherbausteine vorhanden sind, fur j eden Speicher- 
baustein gesondert die Temperatur erfasst und dadurch sicher- 
gestellt wird, dass jeder einzelne Speicherbaustein fur sich 
hinsichtlich seiner Betriebstemperatur uberwacht werden kann. 
Dadurch wird die Betriebssicherheit des gesamten Systems wel- 
ter erhoht . 

Bei einer weiteren Ausf iihrungsf orm der erfindungsgemaEen Vor- 
richtung weisen die Speicherbausteine Pulsweitencodierer auf, 
um pulsweitencodierte Temperatursignale zu erzeugen, welche 
dem Mittel zur Bestimmung der hochsten Temperatur vorgeschal- 
tet sind. Das Mittel zur Bestimmung der hochsten Temperatur 
umfasst eine verdrahtete ODER-Schaltung, um die pulsweitenco- 
dierten Temperatursignale zu verkniipf en . Damit kann auf ein- 
fache Art und Weise und mit nur geringem zusatzlichen schal- 
tungstechnischen Aufwand die maximal vorherrschende Betrieb- 
stemperatur aller vorhandenen Speicherbausteine ermittelt 
werden . 
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Bei einer Ausf uhrungsf orm des erf indungsgemateen Verfahrens 
zur Steuerung eines Speicherbausteins wird mittels des Anpas- 
sungsvorgangs die Temperatur im Speicherbaustein gesenkt oder 
zumindest nicht weiter erhoht. Dies kann dadurch erfolgen, 
dass die Anzahl der Befehle pro Zeiteinheit, die an den Spei- 
cherbaustein gesendet werden, reduziert wird. 

Bei einer weiteren Ausf uhrungsf orm des erf indungsgemaSen Ver- 
fahrens zur Steuerung eines Speicherbausteins wird mittels 
des Anpassungsvorgangs die Temperatur im Speicherbaustein ge- 
senkt, indem eine Kuhleinheit aktiviert wird. Damit kann die 
Betriebstemperatur im Speicherbaustein bzw. in den Speicher- 
bausteinen innerhalb kurzer Zeit deutlich gesenkt werden, oh- 
ne dass es zu einer Leistungseinbufie im Computersystem kommt . 

Vorteilhaf ter Weise wird mittels des Anpassungsvorgangs bei 
dem erf indungsgemafien Verfahren die Anzahl der Speicherauf- 
frischungen pro Zeiteinheit erhoht. Damit kann einem uner- 
wiinschten Datenverlust entgegengewirkt werden. Auch bei die- 
ser MalSnahme wird die Leistungsf ahigkeit des Computersystems 
nicht in erheblichem MaSe beschrankt . 

Bei dem erf indungsgemafien Verfahren zur Steuerung eines Spei- 
cherbausteins kann daruber hinaus mittels des Anpassungsvor- 
gangs der Speicherbaustein gezielt deaktiviert werden. Damit 
steht dem Gesamt system zwar weniger Speicherplat z zur Verfu- 
gung, aber die Funktionsf ahigkeit des Systems bleibt erhal- 
ten . 

Zur Losung der Aufgabe wird ferner vorgeschlagen, dass bei 
dem erf indungsgemaSen Verfahren mittels des Anpassungsvor- 
gangs auch das Gesamtsystem gezielt heruntergef ahren werden 
kann. Damit konnen unerwunschte Systemabstiirze vermieden wer- 
den. Zudem bleibt das Computersystem uber die gesamte Zeit 
hin in einem stabilen und definierten Zustand. 
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Die Temperatur kann nach einem weiteren Merkmal der Erfindung 
binar kodiert werden. Damit kann das Temperatursignal ohne 
weiteres durch bestehende Komponenten wie beispielsweise dem 
Speichersteuerbaustein ausgewertet werden, ohne dass eine zu- 
satzliche Umsetzung des Temperatursignals beispielsweise von 
analog nach digital erforderlich ware. Falls das binar ko- 
dierte Temperatursignal lediglich die Zustande ^Temperatur 
ist unkritisch" oder „ Temperatur ist kritisch" liefert, ist 
die Auswertung im Speichersteuerbaustein auiSerst einfach und 
mit auSerst geringem Aufwand realisierbar . 

Bei einer Weiterbildung des erf indungsgemaSen Verfahrens zur 
Steuerung eines Speicherbausteins kann die Temperatur in ein 
f requenzkodiertes Temperatursignal umgeset zt werden . 

Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung kann die Temperatur 
auch in ein pulsweitenkodiertes Temperatursignal umgesetzt 
werden. 

SchlieSlich kann bei dem erf indungsgemaSen Verfahren zur 
Steuerung eines Speicherbausteins die Temperatur auch in ein 
analoges Temperatursignal umgesetzt werden. Dies ist bei- 
spielsweise dann von Vorteil, wenn der im Speicherbaustein 
integrierte Temperatursensor bereits ein analoges Messsignal 
lief ert . 

Im folgenden wird die Erfindung mit mehreren Ausf iihrungsbei- 
spielen anhand von drei Figuren weiter erlautert. 

Figur 1 zeigt eine erste mogliche Ausf uhrungs form der erfin- 
dungsgemaSen Vorrichtung zur Steuerung eines Spei- 
cherbausteins , 

Figur 2 zeigt eine zweite mogliche Ausf uhrungs form der erfin- 
dungsgemaSen Vorrichtung zur Steuerung mehrerer Spei- 
cherbausteine , 
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Figur 3 zeigt ein Zeitdiagramm mit mehreren Temperatursigna- 
len und einem sich daraus ergebenden Ausgangssignal . 

In Figur 1 ist eine mogliche Ausf iihrungsf orm der Vorrichtung 
zum Steuern eines Speicherbausteins als Prinzipdarstellung 
gezeigt. Die in einem Speicherbaustein 2 vorherrschende Tem- 
peratur S wird mit Hilfe einer Temperaturerf assungseinheit 
oder einem Temperatursensor 4 erf asst. Die Temperatur S wird 
dann in ein Temperatursignal TS umgesetzt und einem Speicher- 
controller oder Speichersteuerbaustein 1 zugefiihrt. Dieser 
wertet die Temperatur bzw. das Temperatursignal TS aus und 
erzeugt in Abhangigkeit davon ein Steuersignal CS, welches 
dann wiederum dem Speicherbaustein 2 zugefiihrt wird. 

Alternativ dazu, gegebenenf alls auch zusatzlich dazu, kann 
vom Speichersteuerbaustein 1 auch ein Liif tersteuersignal LS 
erzeugt werden, welches einem Lufter 3 zugefiihrt wird. 

Mittels einer temperaturempf indlichen Halbleiterstruktur wird 
die Temperatur 3 des Silizium-Dies des Speicherbausteins 2 
gemessen. Das Ergebnis dieser Messung wird an dem Speicher- 
controller 1 des Systems ubermittelt. Die Ubermittlung kann 
dabei binar, beispielsweise als ^Temperatur im zulassigen Be- 
reich" oder „ Temperatur im kritischen Bereich" erfolgen. Al- 
ternativ dazu kann die Temperatur & auch genauer erfasst und 
ubermittelt werden. Die Temperaturubermittlung kann auch ana- 
log erfolgen. Falls dem Speichersteuerbaustein 1 die Tempera- 
tur & genauer zugefiihrt werden soli, kann die Temperatur S 
auch mit Hilfe einer Frequenz- oder Pulsweiten-Kodierung um- 
gesetzt und dann ubermittelt werden. 

Im Bedarfsfall kann der Speichercontroller 1 dann reagieren, 
indem er zum Beispiel die Anzahl leistungsintensiver Komman- 
dos pro Zeiteinheit an den Speicherbaustein 2 reduziert . Des 
weiteren besteht die Moglichkeit, die Intervalle zwischen den 
Auf f rischungen fur den Speicherbaustein 2 zu reduzieren. Zu- 
dem kann zur Kiihlung des Speichers 2 beispielsweise der Liif- 
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ter 3 aktiviert werden. In besonderen Fallen kann auch cier 
Speicherbaustein 2 deaktiviert werden. Operationen werden 
dann nur noch auf anderen Speicherbausteinen durchgef iihrt . 
Schliefilich besteht auch die Moglichkeit, das gesamte System 
kontrolliert herunterzuf ahren . 

Die int Speicherbaustein 2 in Warme umgesetzte elektrische 
Energie ist abhangig von der Art und der Anzahl der durchge- 
fuhrten Befehle. Durch die Reduzierung der Befehlslast, also 
der Anzahl der Befehle pro Zeiteinheit, kann somit der Spei- 
chersteuerbaustein 1 zumindest eine weitere Erwarmung des 
Speichers 2 verhindern. Falls die Befehlslast nicht reduziert 
werden kann, ist es bei erhohter Temperatur moglich, durch 
eine Verkurzung der Auf f rischungsintervalle Ausfallen vorzu- 
beugen . 

Um die Kompat ibilitat mit bestehenden Standards fur Speicher, 
beispielsweise mit SDRAM- und DDR- Speicherbausteinen zu wah- 
ren, kann das Temperatursignal TS iiber einen nicht belegten 
Pin des Gehauses oder des Modulsteckers geleitet werden. 
Ebenso ist es denkbar, dass die Funktion zur Ausgabe der Tem- 
peratur erst durch einen Befehl des Speichersteuerbausteins 1 
aktiviert werden muss . Dazu bietet sich insbesondere ein Mode 
Register Set (MRS) an. 

Vorteilhaf ter Weise wird ein Protokoll implement iert , das die 
Kompatibilitat mit bisherigen Speicherbausteinen wahrt . 

Auf einem Speichermodul ist immer eine Anzahl von Speicher- 
bausteinen vorhanden. Als einfachste Losung ist es denkbar, 
dass nur der Speicherbaustein iiberwacht wird, der sich an der 
gewohnlich warmsten Position des Printed Circuit Boards (PCB) 
bef indet . 

Weil aber die Erwarmung des Speicherbausteins durch ungunsti- 
ge Raumverhaltnisse oder auch durch unterschiedliche Art der 
gespeicherten Daten unterschiedlich ausfallen kann, ist es 
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giinstiger, die Uberwachung aller Speicherbausteine zu ermog- 
lichen. Dazu kann ein Verfahren zum Einsatz kommen, das be- 
vorzugt die Temperatur des warmsten Speicherbausteins uber- 
mittelt. Eine derartige Vorrichtung zur Steuerung mehrerer 
5 Speicherbausteine ist in Figur 2 dargestellt. Die Temperatur 
&1, die im ersten Speicherbaustein 2.1 vorherrscht, wird mit 
Hilfe eines Temperatursensors 4.1 ermittelt und als erstes 
Temperatursignal TS1 an einem Ausgang des Speicherbausteins 

2.1 zur Verfiigung gestellt. SinngemaS gilt gleiches fiir den 
10 zweiten Speicherbaustein 2.2. Die im zweiten Speicherbaustein 

2.2 vorherrschende Temperatur &2 wird mit Hilfe eines zwei- 
ten Temperatursensors 4.2 ermittelt und als zweites Tempera- 

^ tursignal TS2 an einem Ausgang des zweiten Speicherbausteins 
2.2 zur Verfiigung gestellt. Fur den n-ten Speicherbaustein 
15 2.n gilt prinzipiell das gleiche. Mit Hilfe eines n-ten Tem- 
peratursensors 4.n wird die Temperatur Sn des n-ten Spei- 
cherbausteins 2.n bestimmt und als n-tes Temperatursignal TSn 
an einem Ausgang des n-ten Speicherbausteins 2.n zur Verfii- 
gung gestellt . 

20 

Samtliche Temperatursignale TS1, TS2 bis TSn liegen, wie im 
Zeitdiagramm in Figur 3 gezeigt ist, als pulsweitenmodulierte 
Temperatursignale vor. Die entsprechenden Pulsweitenmodula- 
tionen erfolgen jeweils mit Hilfe eines Pulsweitenmodulators , 
/M£> welcher ebenso wie die Temperatursensoren 4.1 bis 4.n im je- 
weiligen Speicherbaustein 2.1 bis 2.n integriert ist. Uber 
eine verdrahtete Oder-Schaltung werden die einzelnen Tempera- 
tursignale TS1, TS2 bis TSn oder-verkniipf t und als oder- 
verkniipf te Ausgangsspannung Uout zur Verfiigung gestellt. Die 

3 0 Ausgangsspannung Uout kann dann auf den entsprechenden Steu- 
ereingang des Speichersteuerbausteins 1 gefiihrt werden. Die 
einzelnen Speicherbausteine 2.1, 2.2 bis 2.n geben wahrend 
der Temperaturiibermittlung uber einen Open-Collector-Ausgang 
einen Low-Puls aus, dessen Lange proportional zur gemessenen 

35 Temperatur &1, &2 bis Sn ist. Durch die Verschaltung aller 
Ausgange, an denen das jeweilige Temperatursignal TS1, TS2 
bis TSn abgreifbar ist, mit einem gemeinsamen Pull-up- 
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Widerstand 5 bestimmt dann der Speicherbaustein mit dem lang- 
sten Puis, was der hochsten Temperatur entspricht, den ausge- 
gebenen Wert. Die Funktionsweise ist im Zeitdiagramm in Figur 
3 gezeigt . Zum Zeitpunkt tl. wird uber ein Trigger-Ereignis, 
gekennzeichnet durch einen Pfeil, der Zustand der Temperatur- 
signale TS1, TS2 bis TSn ausgelesen, was dazu f iihrt , dass das 
Signal Uout zum Zeitpunkt tl seinen logischen Zustand wech- 
selt. Sobald das letzte Temperatursignal , in Figur 3 ist dies 
das Temperatursignal TS2 , wieder auf den Low-Zustand zuruck- 
geht, wechselt auch das Ausgangssignal Uout wieder seinen lo- 
gischen Zustand, was in Figur 3 zum Zeitpunkt t2 erf olgt . Die 
Zeitdauer t2 - tl ist dann ein MaS fur die maximal vorherr- 
schende Temperatur. 

Da alle Speicherbausteine 2.1 bis 2.n uber einen gemeinsamen 
Speicherbus gesteuert werden, kann die Synchronisation der 
Pulsausgabe zu einem festgelegten Trigger-Ereignis uber den 
Speicherbus erfolgen. Als Trigger-Ereignis kann beispielswei- 
se der Zeitpunkt der Auslosung eines Auf f rischungsbef ehls 
(CBR, Refresh) dienen. 

Grundsatzlich ist auch eine nicht synchrone Ausgabe bezie- 
hungsweise Temperaturiibermittlung moglich, wobei der Spei- 
chersteuerbaustein 1 aus der Statistik des Tastverhaltnisses 
der Spannung auf der Signalleitung Ruckschliisse auf die Tem- 
peratur^ Ziehen kann. Zur Auswertung kann beispielsweise 
der Mittelwert der erzeugten Spannung verwendet werden. 

Des weiteren ist des moglich, die Skalierung der Pulslange an 
dem bei der aktuellen Temperatur notwendigen Refresh- 
Intervall zu eichen. Kurzere Refresh- Intervalle bedeuten dann 
langere Pulse. Dem Speichersteuerbaustein 1 wird wiederum der 
kritische Wert iiber die vorhandene verdrahtete Oder-Schal tung 
ubermittelt. Der Speichersteuerbaustein 1 kann dann das Re- 
fresh- Intervall an die Temperaturverhaltnisse anpassen. Bei 
niedrigen Temperaturen kann somit durch die Einsparung von 
Zeit fur das Auffrischen der Speicher zellen Zeit fur andere 
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Speicheroperationen gewonnen werden. Bei hohen Temperaturen 
kann durch die Verkurzung der Refresh- Intervalle Datenverlu- 
sten vorgebeugt werden. 

5 Die Losung gemafi Figur 2 hat den Vorteil, dass zur Tempera- 
turubermittlung und Uberwachung nur eine Signalleitung erfor- 
derlich ist. 

Die vorhergehende Beschreibung der Ausf uhrungsbeispiele gemafi 
10 der vorliegenden Erfindung dient nur zu illustrativen Zwecken 
und nicht zum Zwecke der Beschrankung der Erfindung. Im Rah- 
men der Erfindung sind verschiedene Anderungen und Modifika- 
tionen moglich, ohne den Umfang der Erfindung sowie ihre 
Aquivalente zu verlassen. 



15 
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Patentanspruche 

1. Vorrichtung zum Steuern eines oder mehrerer Speicherbau- 
steine, 

mit einem Temperatursensor (4) zur Erfassung der Temperatur 
(&) des Speicherbausteins (2) , welcher im Speicherbaustein 
(2) angeordnet ist, 

mit einem Speichersteuerbaustein (1) , welcher zur Auswertung 
der Temperatur (S) mit dem Speicherbaustein (2) verbunden und 
derart ausgebildet und betreibbar ist, dass, falls die Tempe- 
ratur (S) einen bestimmten Wert uberschreitet , ein Anpas- 
sungsvorgang eingeleitet wird. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, 

mit einem weiteren Speicherbaustein (2.2) und mit einem wei- 
teren Temperatursensor (4.2) zur Erfassung der Temperatur 
(&2) des weiteren Speicherbausteins (2.2), welcher im weite- 
ren Speicherbaustein (2.2) angeordnet ist, und 
mit einem Mittel zur Bestimmung der hochsten Temperatur (Si, 
92), welches zwischen die Speicherbausteine (2.1, 2.2) und 
den Speichersteuerbaustein (1) geschaltet ist. 

3 . Vorrichtung nach Anspruch 2 , 

bei der die Speicherbausteine (2.1, 2.2) Pulsweitencodierer 
aufweisen, urn pulsweitencodierte Temperatursignale (TS1, TS2) 
zu erzeugen, welche dem Mittel zur Bestimmung der hochsten 
Temperatur vorgeschaltet sind, und 

bei der das Mittel zur Bestimmung der hochsten Temperatur ei- 
ne verdrahtete ODER-Schaltung umfasst, urn die pulsweitenco- 
dierten Temperatursignale (TS1, TS2) zu verknupfen. 

4. Verfahren zum Steuern eines oder mehrerer Speicherbaustei- 
ne, 

bei dem mittels des Speicherbausteins (2) ein Temperatursi- 
gnal (TS) an einen Speichersteuerbaustein (1) gesendet wird, 
bei dem mittels des Speichersteuerbausteins (1) das Tempera- 
tursignal (TS) auswertet wird, und 
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falls die Temperatur (S) einen bestimmten Wert iiberschreitet , 
ein Anpassungsvorgang einleitet wird. 

5 . Verf ahren nach Anspruch 4 , 

bei dem mittels des Anpassungsvorgangs die Anzahl der Befehle 
pro Zeiteinheit, die an den Speicherbaustein (2) gesendet 
werden, reduziert wird. 

6. Verf ahren nach Anspruch 4 oder 5, 

bei dem mittels des Anpassungsvorgangs die Temperatur (9) im 
Speicherbaustein (2) gesenkt wird, indem eine Kiihleinheit (3) 
aktiviert wird. 

7 . Verf ahren nach Anspruch 4 , 5 oder 6 , 

bei dem mittels des Anpassungsvorgangs die Anzahl der Spei- 
cherauf f rischungen pro Zeiteinheit erhoht wird. 

8. Verf ahren nach einem der Anspruche 4 bis 7, 

bei dem mittels des Anpassungsvorgangs der Speicherbaustein 
(2) gezielt deaktiviert wird. 

9. Verf ahren nach einem der Anspruche 4 bis 8, 

bei dem mittels des Anpassungsvorgangs das Gesamtsystem ge- 
zielt heruntergef ahren wird. 

10. Verf ahren nach einem der Anspruche 4 bis 9, 
bei dem die Temperatur (3) binar codiert wird. 

11. Verf ahren nach einem der Anspruche 4 bis 10, 

bei dem die Temperatur (&) in ein f requenzcodiertes Tempera- 
tursignal umgesetzt wird. 

12. Verf ahren nach einem der Anspruche 4 bis 10, 

bei dem die Temperatur ($) in ein pulsweitencodiertes Tempe- 
ratursignal umgesetzt wird. 
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13. Verfahren nach einem der Anspruche 4 bis 9, 

bei dem die Temperatur (S) in ein analoges Temperatursignal 

umgesetzt wird. 
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Zusammenf as sung 

Vorrichtung und Verfahren zum Steuern eines oder mehrerer 
Speicherbausteine 

Die erf indungsgemaSe Vorrichtung weist einen Temperatursensor 
(4) zur Erfassung der Temperatur (&) des Speicherbausteins 
(2) auf, welcher im Speicherbaustein (2) angeordnet ist. Zu- 
satzlich ist ein Speichersteuerbaustein (1) vorgesehen, wel- 
cher zur Auswertung der Temperatur ($) mit dem Speicherbau- 
stein (2) verbunden und derart ausgebildet und betreibbar 
ist, dass, falls die Temperatur (&) einen bestimmten Wert 
iiberschreitet , ein Anpassungsvorgang eingeleitet wird. 

15 

Figur 1 
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Temperatur 
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Temperatur im ersten Speicherbaustein 
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Temperatur im zweiten Speicherbaustein 
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Temperatur im n-ten Speicherbaustein 
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Temperatur signal 
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erstes Temperatur signal 
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zweites Temperatursignal 
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n-tes Temperatursignal 
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Ausgangsspannung 
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